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【緒言】 酸化ハフニウム(HfO2)は 2011年に 10 nm以下の膜厚で強誘電性が発見されたことから

[1]、強誘電体メモリや負性容量トランジスタへの応用が期待されている。本研究室ではこれま

で強誘電性を示す斜方晶相を含む HfO2基強誘電体の薄膜の作製に成功してきた[2]。強誘電相は

準安定相のため、作製できる膜厚は限定されていると考えられてきた。本研究では強誘電相の安

定性が高い、0.07YO1.5-0.93HfO2 (YHO7)組成を用いることで、膜厚約 1 μmの HfO2基誘電体膜の

作製に成功したので報告する。 

【実験】 (111)YSZ基板上に RFマグネトロンスパッタリング法により Snドープ In2O3 (ITO)下部

電極膜を 630℃のステージ温度で作製した。その後、YHO7膜を室温で ITO/YSZ基板上に製膜し

た。製膜後、1000℃、10秒間の熱処理を行った。 

【結果と考察】 Figure 1 に、膜厚が 550nmと 1 μmの膜の P-E 特性を示す。どちらの膜でも強誘

電性に起因するヒステリシスが確認された。残留分極および抗電界は膜厚によって大きく変化せ

ず、それぞれ約 9 μC/cm2と約 1.3 MV/cmであった。以上の結果から、本手法で ITO/YSZ基板上

に作製した YHO7膜は膜厚が約 1 μm程度まで強誘電性を示すことが明らかになった。 
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Figure 1 Comparison of P-E characteristics of YHO7 films (a)thickness: 550 nm, (b)thickness:1 μm  
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